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TI: Metallised perforated polyimide film strip convectors for 
semiconductor circuits for close coupled terminals without 
localised metallisation 
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AB: Semiconductor circuits are linked by connecting the 

terminal faces of individual chips or patches using strips of 
polyimide film metallised on one face and over the borders of 
holes perforated in the film at intervals corresponding to the 
spacing between individual chips or their terminals. The chips 
are mounted in groups or singly on partially superimposed 
sheets of non-metallised polyimide film. Process is suitable 
for automated circuit assembly i.e. 'tape automated bonding' 
without preliminary deposition of local metallic deposits or 
'bumps'. Pref. the holes are generated in microstrip film (100 
mu m thick) to provide positional discrimination with a 
precision of 8 holes/mm. Process is esp. suitable for mfr. of 
chips mounted at relatively high spacing densities.; 
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rasites sur les bords de ladite puce. La realisation de telles su- 
repaisseurs necesiite le depot de couches intermediairei met al- 
ii que* , a fin d f augment er X 9 adherence et de creer one barriers de 
diffusion. Generalement les homes de sortie, realisees sur des 

5 puces de silicium, sont est aluminium, sur lesquelles on vient de- 
poser, par evaporation ou pulverisation cathodique, una coucht 
d 1 adhesion, par exemple en chrome, puis une barriere de diffusion, 
par exemple en cuivre, efin, par pro cede elactrolytique , une su- 
repaisseur en or. Une telle surepaisseur a une hauteur comprise 

10 entre 10 et 25 microns, et permet ainsi de diminuer le risque de 
j one t ions parauVtes. Mais il est evident qu*un tel procede est 
long et couteux, tout du mo ins dans la realisation des surepais- 
aeurs metalliques. 

Afln de palller les inconvenient a precltes, la 

15 Demanderesse a etudie notamment la possibilite de percer et me- 
talliser, sur ses deux faces et a l f interieur des trous, un film 
polyimide souple, ce procede etant decrit dans la demands de bre- 
vet francaise, de numero 75/24.882 deposee le 8 Aout 1975, et 
plus recemment la possibilite d'utiliser ledit film polyimide 

20 souple, ainsi traite , pour realiser une connexion originale , cette 
utilisation etant decrit e dans la present e demands. 

Pour ce fairs, selon la present e invention, le 
dlspositif a semi-conduct eur est caracterlse en ce que 1* element 
s emi -conduct eur est sonde directement sur une face du film poly- 

25 imide souple, alors que les rubans metalliques sont disposes sur 
1* autre face de ce merae film, et en ce que 1a connexion entre les 
bornes de sortie de l 1 element semi -conduct eur et lesdits rubans 
metalliques s 'effectue par 1 f intermedlaire de trous pre slab lenient 
metallises dans ledit film polyimide. 

30 De cette manier e , les rubans metalliques sont 

done 4 lab ores sur le film polyimide, de maniere automatique, et 
sont separes const amment de la puce semi— conduc trice , par une 
metier e isolante ; de plus, la connexion realisee par 1 9 inter- 
medlaire de trous prealablement metallises, dans ledit film poly- 

35 imide, permet de supprimer la realisation de surepaisseur sur les 
bornes de sortie de la puce semi— conductrice • 

La description qui va suivre, en regard des des- 
sins annexes, permet tra de mieux comprendre comment 1* invention 
pent etre realisee. 
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operatio» „ »«*«mae. 6, reali.ee prealablement a cette 

operation de .ond.,e, dan. le filn, polyi^de .oupl. a. 

, *- P^*«« •* la metalli.ation de ce film 
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■tent An i ^ oorenlr, par un per 9 a S e chimique prealable- 

-nt a 1. operation de met alii. at ion, un. d.n.ite de trou. 
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grande que 8 trous/mm. Ceci permet d'obtenir notamment nne dis- 
position des trous dans le film polylmide, aux emplacements de- 
sires, correspondent plus particulierement aux emplacements des 
bornes de sortie de la puce semi -conduct rice. 
5 Ire procede de soudage des rubans metalliques et 

des bornes de sortie d'un element semi-conducteur est classique 
en ce sens qu'il suffit de disposer d f un moyen de chauffage en 
face d'un trou metallise (gaz chaud, flux I* It, panne metallique. . ) , 
pour realiser la connexion avec les bornes de sortie de 1» element 

10 dispose de 1* autre c6te. Ce soudage s'effectue d'une maniere si- 
multanee, pour les divers trous cor r e sp ondant a une mSoe puce 
semi-conductrice. De cette maniere, les rubans metalliques ainsi 
sondes, appeles alors "pattes" de la puce semi -conduct rice sont 
separes de ladite puce par une matiere isolante et ne peuvent pro- 

15 voquer de jonctions parasites. 

Lra realisation des rubans metalliques, sur le 
film polylmide, puis le montage des puces seml-conduc trices peu- 
vent etre alors des operations entierement automatisees, et le 
taux de rejet des dlspositifs defaillants sensiblement diminue. 

20 L 1 utilisation d'un tel circuit, dans le domaine 

des hyper frequences , permet d'effectuer les tests prealables des 
composants en regime dynamique. Les metnodes classique s de con- 
nexion faisant appel par example a la technique des fils d f or 
soudes par thermo compression, ne conviennent pas puisqu'tm fil 

25 d'or, de section 0 25 microns, et de longueur 1 millimetre pre- 
sents de ja pour sa seule part, a lO GH%, une Impedance serie de 
50 Ohms* I# 'utilisation du circuit selon la presente invention 
dans le domaine des hyper frequences permet de conserver les Impe- 
dances electriques optimales jusqu'au niveau de 1 9 element actlf , 

30 tout en permet taut une adaptation des dimensions ge ometrique s du 
circuit en fonction de sa place dans la chains d 'utilisation. A 
titre d'exemple, des essals en lab or at o ire ont donne, pour une 
llgne microstrip 50 -Ti , de 5 cm de longueur, realisee sur- un 
film polylmide de 100 microns d'epaisseur, des pertes de 0,3 dB 

35 a 800 MHi , et 3 dB a 16 GHt • 

La possibility de met alii ser double face le film 
polylmide souple , permet notamment de realiser des circuits, tant 
en technologic coplanaire qu'en celle dite "microstrip" • Sulvant 
la figure 3, ii eat represents un schema du dispositlf selon l'in- 
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technique blen connue dite "micro.- 



~— Z* per 9 a«e de. trou. .'effectua £ l»aide d«„«- \ 
tion equimolalre de pota.se et -..i- , B ° lu " 
nadlol 1 - a a t * O^lcool, par exemple du propa- 

ebtenir \e ^ 7"^ de mauler, a 

AA repartition de trou. souhaitea. 

a nouveau un ma.quage de. surfaces a 1 
photo.en.lbXe, de maniere A obtenir une 2 
80 metalXione. la * ,ma ^Position de. rnban. 

»« .etauique, 1%, conforne au schema de la fisnr. « * , 

Plage, de soudajce 15 Cot*- „« \ 4, aia.*. one des 

s * 15 • Cette disposition permet , 

4p B lnm^t - ti _.^ H * une technique permet 

wqn* st mecanique de ces dispositifs it. n t 
par X. fix. polyimlde. " **•"* 

I.* schema de la figure 5, qui est nne ma . n c<mp . 
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30 snlvant X'ax. A - a' d . ^ ~ 7 , * ™ * n co «P* 

prendre la dispose \ Pr * c6d * at *« »«-* <*• mienx com 

P nore la di.po.ition de. rnban. metalXiquo. 14 ot de. pia.e. 

l lTi I!' 8 6l6m ° nt8 identi — Potent la mem. r7«- 
ranee qn»4 Xa figure preo6dente. 

35 fix. poX^mid ^ ? ±rCUlt PWt * tr ° contlnu sur un 

"° nt6 ^ eXemple — «• -°bin. de 8 on 16 «. 
d'nne manlere connue en moi 44 4 . 

film, ceixe.-ci peuvent etre testae, automatiouement , afin d. 
•upprimer la. filament, defaillant.. 
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Selon line premiere variante de 1 'invention, 11 
est possible de realiser 1» interconnexion de plusieur. puces semi, 
condnctrices, months but un mime film polyimide, et reliees on 
non a un substrat unique (on plus generalement un radiateur ther- 

5 mique), ee qui offre notamment l'avantage, par suite d»une plus 
grande densit*, de reduire les temps de propagation. De plus, la 
constant e dielectrique du polyimide etant faible, il en est de 
memo pour la perturbation apportee par les croisements de conduc- 
tance metalliques de part et d* autre du film poiyimide. Ceci par- 

lO met notamment de reduire l'epaisseur du substrat, et la largeur 
des conducteurs, done d' augment er l a denslte des composants. 

Selon une deuxieme variante de 1* invention, il 
est egalement envisageable de realiser la superposition de plu- 
sieurs films polyimide, de maniere a obtenir un reseau d* inter- 

15 connexion a plusieurs niveaux. 

II est bien evident que l'homme de l'art peut 
envlsager de multiples realisations de circuits sur le fil po- 
lyimide sans pour cela sortir du cadre de la pre sent e invention. 
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ggVgtroiCATIQNg : 

^«le».nt < D1 ^°»"" * "«l-cond«ct.ur, con.port.nt .« m ol». 
^taLTal/ d T " ^ ^ d * -ortie at d. mban. 

- ~ ^ MTt T " P ° lylBide caracterl.* 

— antra X.. ^.T^ Tl'T V " " ^ ^ 
at ^ , 8ortie d ® 1' element Beml-conducteur 

^on. 1 VT" m ' talliqUeS 8 par 1 . inten.edl.lr. da 
trou. pr6.labla.ant -atalli.6. dan. ledlt pol^da, 

cation 1 , t Di ; P :- ±tlf * «««*-conducteur, .. loa la r „. a<u _ 
» ! 1 «* ca o«.H con,porte plu.l.ur. aidant. 

..mi-conduct.nr. n,onte. .nr un . 4b8 *il« polylMid . BOUple . 

cation » ^om±*U a .a«±-conduot.ur, ..ion 1. revendi- 

TZ liZTXZl: 6 ^ " qM «— -*t.ll iqn a. di.po.e. 



^and** « W-PO-ltif a .ami-conductaur, .alon 1'un. da. ra- 

r.all.aa. antra da. lllJZZ < connexion, pomrant .tr. 

diffW. «e-l-cond«ct.ur. MO nta. aur da. 
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